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Пористый кремний (ПК) является наиболее перспективным материалом современной микро-, нано- и оптоэлектроники благодаря своим уникальным свойствам [1,2]. ПК получается металл-стимулированным химическим травлением кремния в растворах плавиковой кислоты. В значительной мере его параметры будут зависеть от условий получения. Характерной чертой пористого кремния является суммарная площадь его внутренней поверхности. 
Формирование нанопористых структур Si проводилось на необлученных и облученных малыми дозами γ-квантов подложках. Подложки обрабатывались тормозным ускорителем электронов бетатрона СГУ при максимальной энергии Ee=25МэВ. Исследуемые структуры получали металл-стимулированным химическим травлением (ЕЕ) при облучении in situ тормозным γ-излучением при энергии электронов 6МэВ. Метод ЕЕ основан на замещении кремния при восстановлении[image: image2.png]Agt - Ag°



на поверхности подложки кремния [3]. Целью данной работы являлось исследование краевого угла смачивания поверхности пористого кремния. При исследовании смачивания поверхности водой применялся прецизионный оптический тенсиометр Theta Lite Optical Tensiometr TL 100, позволяющий в режиме реального времени проводить динамические измерения угла смачивания методом висячей капли [4]. Основными компонентами установки являются катетометр, измерительная ячейка и устройство освещения, обеспечивающее контрастность изображения падения капли и исследуемой поверхности.
Исследование проводилось для трех групп образцов: 1 - необлученная подложка, 2 - облученная подложка 30кР, 3 - облученная подложка 40кР. Пористый кремний получался на подложках в течении 20 минут при одновременном воздействии γ-квантов (in situ). Доза облучения in situ для всех групп составила 8кР. Проведенные исследования краевого угла смачивания представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость угла смачивания поверхности ПК 
Для образцов, полученных на облученных подложках имеют больший краевой угол смачивания по сравнению с образцами, полученных на необлученной подложке, что свидетельствует об упорядочении поверхности и уменьшении шероховатости исследуемых структур пористого кремния.
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